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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
__________

DISPOSITIFS DISCRETS À SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTÉGRÉS –

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques –
Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité
et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration
est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut
participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI,
participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation
(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont
représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-5-3 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélectroniques, d'affichage et d'imagerie, du comité d’études 47 de la CEI: Dispositifs à
semiconducteurs.

Cette première édition remplace partiellement la deuxième édition de la CEI 60747-5 (1992) et
constitue une révision technique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).

Elle doit être lue conjointement avec la CEI 60747-1, la CEI 62007-1 et la CEI 62007-2.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEI 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
__________

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS –

Part 5-3: Optoelectronic devices –
Measuring methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-5-3 has been prepared by subcommittee 47C:
Optoelectronic, display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This first edition replaces partially the second edition of IEC 60747-5 (1992) and constitutes a
technical revision (see also annex A: Cross references index).

It should be read jointly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of this standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS À SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTÉGRÉS –

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques –
Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60747 décrit les méthodes de mesure applicables aux dispositifs
optoélectroniques qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine des systèmes et
sous-systèmes à fibre optique.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60747.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60747 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et guide

CEI 60270:1981, Mesure des décharges partielles

3 Méthodes de mesure pour les photoémetteurs

3.1 Intensité lumineuse des diodes électroluminescentes ( IV)

a) But

Mesurer l'intensité lumineuse des diodes électroluminescentes à semiconducteurs.

La méthode peut s'appliquer à trois variantes possibles de mesure:

Variante 1

Rotation de la diode autour de son axe mécanique pour rechercher, de façon précise, le
minimum et/ou le maximum.

Variante 2

Alignement de l'axe optique de la diode avec l'axe optique du banc de mesure.

Variante 3

Positionnement suivant une référence correspondant au type de boîtier de la diode et
permettant une orientation mécanique reproductible.
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS –

Part 5-3: Optoelectronic devices –
Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 60747 describes the measuring methods applicable to the optoelectronic
devices which are not intended to be used in the fibre optic systems or subsystems.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60747 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance

IEC 60270:1981, Partial discharge measurements

3 Measuring methods for photoemitters

3.1 Luminous intensity of light-emitting diodes ( Iv)

a) Purpose

To measure the luminous intensity of semiconductor light-emitting diodes.

The method can be applied to three possible measurement variants:

Variant 1

Rotation of the diode around its mechanical axis for an accurate location of the minimum
and/or maximum value.

Variant 2

Alignment of the diode optical axis with that of the optical bench.

Variant 3

Positioning according to a reference corresponding to the type of the diode envelope and
allowing a reproducible mechanical orientation.
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b) Schéma

Figure 1

c) Description du circuit et exigences

G = source de courant

D = diode électroluminescente en mesure

PD = photodétecteur comprenant le diaphragme D1 de surface A

D2, D3 = diaphragmes destinés à éliminer les rayonnements parasites
D2 et D3 ne doivent pas limiter l'angle solide

d = distance entre la diode en mesure et D1

La sensibilité spectrale du photomètre doit être ajustée à la courbe de l'observateur de
référence CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) dans la région des longueurs
d'onde correspondant à la lumière émise par la diode. Le photomètre doit être étalonné en
candelas à la distance d, le diaphragme D1 étant en place.

La distance d doit être telle que l'angle solide sous lequel on voit la source lumineuse à
partir du diaphragme D1 (= A/d²) soit inférieur à 0,01 sr.

Pour les mesures en impulsions, le générateur de courant doit fournir des impulsions de
courant dont l'amplitude, la durée et le taux de répétition sont tels que demandés. Le
photodétecteur doit avoir un temps de croissance suffisamment faible par rapport à la durée
de l'impulsion; il doit être un instrument de lecture de pointe.

d) Exécution

Monter la diode en mesure conformément à la variante choisie.

Appliquer le courant spécifié et mesurer l'intensité lumineuse sur le photodétecteur.

e) Conditions spécifiées

– Température ambiante et, s'il y a lieu, conditions atmosphériques.

– Courant direct dans la diode et, s'il y a lieu, durée et vitesse de répétition.

– Variante: 1, 2 ou 3.

3.2 Intensité énergétique des diodes émettrices en infrarouge ( Ie)

a) But

Mesurer l'intensité énergétique des diodes à semiconducteurs émettrices en infrarouge.

La méthode peut s'appliquer à trois variantes de mesure possibles:

Variante 1

Rotation de la diode autour de son axe mécanique pour rechercher, de façon précise, le
minimum et/ou le maximum.
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b) Circuit diagram

Figure 1

c) Circuit description and requirements

G = current source

D = light-emitting diode being measured

PD = photodetector including the diaphragm D1 of area A

D2, D3 = Diaphragms intended to suppress parasitic radiations. D2 and D3 shall not limit
the solid angle

d = distance between the diode being measured and D1.

The spectral sensitivity of the photometer shall be adjusted to the CIE (International
Commission on Illumination) standard observers curve in the wavelength region of the light
emitted by the diode. The photometer shall be calibrated in candelas at the distance d, with
diaphragm D1 in place.

The distance d shall be such that the solid angle viewed by the light source at the
diaphragm D1 (= A/d²) is less than 0,01 sr.

For pulse measurements, the current generator should provide current pulses of the
required amplitude, duration and repetition rate. The photodetector should have a rise time
sufficiently small in comparison with the pulse duration; it should be a peak-reading
instrument.

d) Measurement procedure

The diode being measured is positioned according to the variant chosen.

The specified current is applied and the luminous intensity is measured on the photodetector.

e) Specified conditions

– Ambient temperature and, where appropriate, the atmospheric conditions.

– Forward current in the diode and, where applicable, duration and repetition rate.

– Variant: 1, 2 or 3.

3.2 Radiant intensity of infrared-emitting diodes ( Ie)

a) Purpose

To measure the radiant intensity of semiconductor infrared-emitting diodes.

The method can apply to three possible measurement variants:

Variant 1

Rotation of the diode around its mechanical axis for an accurate location of the minimum
and/or maximum value.
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Variante 2

Alignement de l'axe optique de la diode avec l'axe optique du banc de mesure.

Variante 3

Positionnement suivant une référence correspondant au type de boîtier de la diode et
permettant une orientation mécanique reproductible.

b) Schéma

Figure 2

c) Description du circuit et exigences

G = source de courant

D = diode émettrice en infrarouge en mesure

RM = radiomètre comprenant le diaphragme D1 de surface A

D2, D3 = diaphragmes destinés à éliminer les rayonnements parasites. D2 et D3 ne
doivent pas limiter l'angle solide

d = distance entre la diode en mesure et D1.

On doit mesurer l'intensité énergétique Ie dans le sens de l'axe du boîtier à l'aide d'un
détecteur indépendant de la longueur d'onde (par exemple un élément à thermocouple) et
étalonner le radiomètre en W/sr à la distance d, le diaphragme D1 étant en place.

La distance d doit être telle que l'angle solide sous lequel on voit la source infrarouge à
partir du diaphragme D1 ( = A/d²) soit inférieur à 0,01 sr.

Pour les mesures en impulsions, le générateur de courant doit fournir des impulsions de
courant dont l'amplitude, la durée et le taux de répétition sont tels que demandés. Le
radiomètre doit avoir un temps de croissance suffisamment faible par rapport à la durée de
l'impulsion; il doit être un instrument de lecture de pointe.

d) Exécution

Monter la diode en mesure conformément à la variante choisie.

Appliquer le courant spécifié à la diode et mesurer l'intensité énergétique sur le photomètre.

e) Conditions spécifiées

– Température ambiante et, s'il y a lieu, conditions atmosphériques.

– Courant direct dans la diode et, s'il y a lieu, durée et vitesse de répétition.

– Variante: 1, 2 ou 3.
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Variant 2

Alignment of the diode optical axis with that of the optical bench.

Variant 3

Positioning according to a reference corresponding to the type of the diode envelope and
allowing a reproducible mechanical orientation.

b) Circuit diagram

Figure 2

c) Circuit description and requirements

G = current source

D = infrared-emitting diode being measured

RM = radiometer including the diaphragm D1 of area A

D2, D3 = diaphragms intended to suppress parasitic radiations. D2 and D3 shall not limit
the solid angle

d = distance between the diode being measured and D1.

The radiant intensity Ie in the direction of the case axis should be measured by a
wavelength-independent detector (for example, a thermocouple element) and the radiometer
shall be calibrated in W/sr at the distance d with diaphragm D1 in place.

The distance d shall be such that the solid angle viewed by the infrared source at the
diaphragm D1 (= A/d²) is less than 0,01 sr.

For pulse measurements, the current generator shall provide current pulses of the required
amplitude, duration and repetition rate. The radiometer shall have a rise time sufficiently
small in comparison with the pulse duration; it shall be a peak-reading instrument.

d) Measurement procedure

The diode being measured is positioned according to the variant chosen.

The specified current is applied to the diode and the radiant intensity is measured on the
radiometer.

e) Specified conditions

– Ambient temperature and, where appropriate, the atmospheric conditions.

– Forward current in the diode and, where applicable, duration and repetition rate.

– Variant: 1, 2 or 3.
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3.3 Longueur d'onde d'émission maximale ( λp), largeur du spectre de rayonnement ( ∆λ)
et nombre de modes longitudinaux ( nm)

a) But

Mesurer la longueur d'onde d'émission maximale et la largeur du spectre de rayonnement
des dispositifs émetteurs et déterminer le nombre de modes longitudinaux des diodes laser.

b) Schéma

Figure 3 – Circuit de base

c) Description du circuit et exigences

D = dispositif en mesure

L = système optique convergent

G = générateur (impulsions ou courant continu)

M = monochromateur

D2, D3 = diaphragmes destinés à supprimer les rayonnements parasites, s'il y a lieu.

RM = radiomètre (comprenant le diaphragme D1).

La résolution et la bande passante du monochromateur doivent être telles que la mesure
soit effectuée avec la précision adéquate.

La réponse spectrale du radiomètre doit être étalonnée. Pour la commodité de la mesure, le
sommet de la courbe peut correspondre à 100 %.

d) Précautions à prendre

Si le coefficient de transmission du monochromateur et la sensibilité du radiomètre ne sont
pas constants dans la gamme de longueurs d'onde voulue, les valeurs enregistrées doivent
être corrigées.

Dans le cas de la diode laser, le flux énergétique réfléchi dans la diode doit être réduit de
façon à ne pas affecter sérieusement la réponse spectrale.

e) Exécution

1) Longueur d'onde d'émission de pointe et largeur du spectre de rayonnement d'une diode
électroluminescente, ou d'une diode émettrice en infrarouge, ou d'une diode laser
monomode

Appliquer le courant spécifié au dispositif en mesure.

Déplacer la longueur d'onde du monochromateur dans la gamme voulue jusqu'à atteindre
la lecture maximale en sortie du radiomètre. Noter la longueur d'onde correspondant à
cette valeur maximale. C'est la longueur d'onde d'émission maximale (λp) (voir figure 4).
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